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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/28     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/285    (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1368   (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/34     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  21/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１６Ｖ
   Ｈ０１Ｌ  21/28    ３０１Ｒ
   Ｈ０１Ｌ  21/285   　　　Ｓ
   Ｇ０２Ｆ   1/1368  　　　　
   Ｃ２３Ｃ  14/34    　　　Ａ
   Ｃ２２Ｃ  21/00    　　　Ｎ

【手続補正書】
【提出日】平成20年1月17日(2008.1.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薄膜トランジスタと透明画素電極を有し、Ａｌ合金膜と酸化物導電膜が、高融点金属を
介さずに直接接続しており、その接触界面にＡｌ合金成分の一部または全部が析出もしく
は濃化して存在する薄膜トランジスタ基板であって、
　前記Ａｌ合金膜は、合金成分として、グループαに属する元素を０．１原子％以上６原
子％以下、およびグループＸに属する元素を０．１原子％以上２．０原子％以下の範囲で
含有するＡｌ－α－Ｘ合金からなり、前記グループαは、Ｎｉ，Ａｇ，Ｚｎ，Ｃｕ，およ
びＧｅよりなる群から選択される少なくとも一種の元素であり、前記グループＸは、Ｌａ
および／またはＧｄの元素であることを特徴とする薄膜トランジスタ基板。
【請求項２】
　前記Ａｌ合金膜は、２５０℃で３０分加熱したときの電気抵抗率が７μΩ・ｃｍ以下で
ある請求項１に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の薄膜トランジスタ基板を備えた表示デバイス。
【請求項４】
　合金成分として、グループαに属する元素を０．１原子％以上６原子％以下、およびグ
ループＸに属する元素を０．１原子％以上２．０原子％以下の範囲で含有するＡｌ－α－
Ｘ合金からなり、前記グループαは、Ｎｉ，Ａｇ，Ｚｎ，Ｃｕ，およびＧｅよりなる群か
ら選択される少なくとも一種の元素であり、前記グループＸは、Ｌａおよび／またはＧｄ
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の元素であることを特徴とする表示デバイス用のスパッタリングターゲット。
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